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® wohSi H-^c*kI^'^". Beschichtung von Substraten. 

w^«f^^ u^*u°u^"'^'^*^"''""9 vorbehandelt wird, 
o!n M Vorbehandlung zur Magnetfeldunterstut- 

tronkathode benutzt wird mit einer Starke der Horizontal- 
komponente vor dem Target von 100 bis 1500 Gauss 
nach der Vorbehandlung eine Weiterbeschichtung mittels 
KathodenzerstSubung erfolgt und die Leistungsdfchte der 
gepulsten Entladur,g bei der Vorbehandlung Ober 1000 W 
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kennze chnei dass riiV . ^-^^ dadurch gc- 

gungsprozess und gleichzSS 

Pulsbreiten 2 ps to 1 ml und • «^P"'^' ™« 

ebenfalk 2 ps to 20 ms P^'siniervall von 

■m ZrN iS JK?^^^^^^ 'l^" Nitride^ 20 

TlZrCN. TIVCN, TiNbOJ Tirlr^' ^^'^N. 
'6. Vcrfahrcn n J "S^^^ "esteht. 

n J'^f^'^'^^SSSn'''"'"'^ 

-.cSl^^^^^^^^ die Be- 

Nb/QTa/C. ^"^^'J'^- Cr/C, 1,/c, Zr/C, V/C, 
bis 5 at% der ,.I±'^«5",!''^^.': ?>n/^l.schichicn 0.1 3S 

"«"01KM«iionii,ujg„ bcnuEt ire,. 
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gnetanordnunc von der t,1 . u '"'"''^ '^'^^ Ma- 
ligt wild. ' Targeiobeiflacl,e bewerkstel- 
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